DETERMINAC}AO DO MECANISMO DE CRESCIMENTO DE FILMES FINOS DE OXINITRETO DE
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Filmes dielétricos ultrafinos (<10 nm) de oxinitreto de silico possuem melhores propriedades elétricas que os filmes de didxido de
silicio puro empregados na tecnologia de integragdo em ultra-alta escala utilizada para a fabricacdo de dispositivos
microeletrénicos. Os mecanismos de crescimento dos filmes dielétricos de oxinitreto de silicio foram estudados a partir do
tratamento térmico de laminas de Si em atmosferas reativas de oxigénio e dxido nitroso, isotopicamente enriquecidos ou néo.
Através de andlise por reacdo nuclear (NRA), pode-se determinar a cinética de crescimento dos filmes, identificar as espécies
méveis envolvidas e de que forma elas se movem. (CNPg e FAPERGS).
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